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(57) Abstract: The invention 
relates to a method and device for 
ion beam processing of surfaces, 
whereby the substrate is positioned 
facing an ion beam and a new 
technologically-defined pattern of 
properties is established. According 
to said method, the current 
geometrical effect pattern of the 
ion beam on the surface (15) of the 
substrate (8) is adjusted depending 
on the known pattern of properties 
and the new technologically-defined 
pattern of properties and depending 
on the progress of the processing, 
by modifying the beam characteristic 
and/or by pulsing the ion beam. Said 
device comprises a substrate support, 
for holding at least one substrate (8), 
which can be moved along an Y-axis 
(4) and an X-axis (6) and an ion beam 
source (1), for generating an ion beam 
which is perpendicular to the surface 
(15) to be processed of the substrate 
(8) in the Z-axis (11) or which may 
be arranged in an axis, inclined in 
relation to the Z-axis. The distance 
between the ion beam source (1) and 
the surface (15) to be processed of the 
substrate (8) may be fixed or variable. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ionenstrahlbearbeitung von Oberflachen, bei 
denen das Substrat gegeniiber einemlonenstrahl positioniert und ein neues technologisch definiertes Eigenschaftsmuster ausgebildet 
wird. VerfahrensgemaB wird das aktuelle geometrische Wirkungsmuster des Ionenstrahls auf der Oberflache (15) des Substrates (8) 
in Abhangigkeit des bekannten Eigenschaftsmusters und des neuen technologisch definierten Eigenschaftsmusters sowie in Abhan- 
gigkeit des Verfahrensfortschrittes durch Veranderung der Strahlcharakteristik und/oder durch Pulsung des Ionenstrahles eingestellt. 
Die Vorrichtung umfasst einen Substrattrager zur Halterung mindestens eines Substrates (8), der in einer Y-Achse (4) und einer 
X-Achse (6) bewegt werden kann sowie eine Ionenstrahlquelle (1) zur Erzeugung eines Ionenstrahls, der senkrecht zur zu bearbei- 
tenden Oberflache (15) des Substrates (8) in der Z-Achse (11) steht oder in einem zur Z-Achse geneigten Achse angeordnet werden 
kann. Der Abstand der Ionenstrahlquelle (1) von der zu bearbeiten Oberflache (15) des Substrates (8) kann fest oder veranderlich 



sein. 



